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PAMIEC STAEA ROM 16K MCY 7316N xx1)
Pamigé MCY 7316N XX jest statyczna pamiecia stats ROM 16K
(16384) bitéw, zorganizowang jako 2048 stéw 8-bitowych, wyko-
nang w technologii n-kanaXowej MOS (NMOS) z bramks polikrze-
mowg i implantacja jondw. Tréjstanowe wyjscia i poziomy wej-
$cia/wyjscia kompatybilne z ukladami TTL pozwalaja na bezpos-
rednie X3czenie ze wspdlnymi szynami transmisji danych systemu,
Uktad wymaga pojedynczego napiecia zasilania +5V £5%, Czas
dostepu mierzony od podania adresu wynosi ta<§450 ns, Trzy
programowane maska wejscia "Wybér modutu® (CS1, CS2, CS3)
umozliwiajg bezpoéredniq adresacje w systemie do 8 pamieci,
Zawartos¢ matrycy pamieci programowana jest maska u producenta
w wyniku wspéipracy z uzytkownikiem, - -
Zawarfoéé pamigci powinna by¢ dostarczona przez uzytkownika

w postaci maszynowych kart dziurkowanych 1lub papierowej tasmy
perforowanej w formacie heksadecymalnym typu Intellec Hex,
przy rownoczesnym dolqczeniu wydruku zawartosci,

Analogicznie nalezy sprecyzowad wymagany przez uzytkownika kod,
dla wejs¢ Cs1, CS2, CS3 ("Wybér modutu"), Podanie na wejscia
CS1, €S2, CS3 innego kodu niz zaprogramowany powoduje pojawie-
nie sie na wyjsciach pamieci stanu wysokiej impedancji., W
przypadku zastosowania jednej pamieci w systemie mozna zamdwid
struktury z wejsciami CS1, CS2, CS3 typu "don’t care®, tzn.
uklad jest wybrany bez wzgledu na stan tych wejsé,

1)XX - dwuliterowe oznaczenie zawartosci pamieci
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Parametry pamieci MCY 7316N XX pozwalajg na zastosowanie tych
uktaddéw w uniwersalnych systemach mikroprocesofowych z mikro-
procesorem 8-bitowym, np, MCY 7880, Pamigci te moga peinié
funkcje pamieci programéw (assembler, edytor, translator), kon-
werterdw koddw, generatordw znakéw alfanumerycznych.

Dziatanie pamieci jest catkowicie asynchroniczne., Rozklad wye
prowadzeri ROM MCY 7316N XX (rys. 1) jest taki sam, jak dla
standardowej pamieci statej 2316E f-my INTEL oraz pamieci re-
programowanej  EPROM (np. 2716 f-my INTEL), Dzigki temu tworze-
nie oprogramowania systemu mikroprocesorowego staje sie tarsze
poprzez zastosowanie uktadéw EPROM w prototypowych wersjach
systemu, natomiast do jego produkcji - tarszych uk*addéw ROM
MCY 7316N XX, Dla uproszczenia.wymiahy pamieci EPROM w syste-
mie prototypowym na ROM MCY 7316 do : produkcji zalecane jest,
aby zaprogramowane poziomy logiczne wejsé "wyboru moduiu" byiy
okreslone w nastqpujqdy sposdéb: CS1, CS2, CS3, czyli odpowied=
nio O, O, 1. Kombinacja taka jest zgodna z wymagang dla pamie-
ci EPROM 2716 f-my INTEL w trybie odczytu.
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Rﬁs. 1. Ksztatxt obudowy oraz rozmieszczenia wyprowadzen pamieci
statej ROM MCY 7316N XX
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Uktad MCY 7316N XX zawiera 22 wyprowadzenia czynne:
- wejscia adresowe Af = A14,
= wyjscia danych 01 & 08,
- wejdcia "wyboru moduiu" (chip select) CS1, CS2, CS3
oraz . .
- 2 wejscia zasilajgce Upy = +5 V, Ugg = B V.
Kategoria klimatyczna 00/070/10 wg PN=73/E-04550,

01 02 03-04 05 .06 07.08
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Rys. 2., Schemat blokowy pamieci statej ROM MCY 7316N XX

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJI\E

Temperatura otoczenia tamb -10 + +80 °C
Temperatura przechowywania tot g -65 + +150 °C
Napigcie dopuszczalne na dowolnym ;
wyprowadzeniu wzgledem U Uw =0,5¢ +7 ¥

Moc rozpraszania i 1w
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Tabela 1, ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE (tamb =.25°C,
Upp = 5,0 V) :

Nazwa : Wartosé : Warunki

parametru Symbo} Jedn'min TyH. max pomiaru

Prad uptywnosci Irg /uA 10 Upp, = 5,25-¥

oS ‘ 0 _ OV< U < 5,257
wszystkie weJjscia

Prad upxywnosci 1t uA 10 |ukXad nie wybrany

wyjsé w stanie Lok |/ Uwy = 4,0V

wysokim .

Prad upZywnosci 12 uA =20 |ukXad nie wybrany

wyjs$¢é w stanie LOL|/ : - U = 40,4 V

niskim _ Ny

Prgd zasilania Inp | mA 70 | 120 |wszystkie wejseia
otwarte

Napiecie weJjscicwe Uty V=252 5,25 |wszystkie wejscia

w stanie wyso- : i

Kim

Napiecie wejsciowe Usr, v 0,8 wszystkie wejscia

w stanie niskim

Napigcie wyjSciowel Uy, ¥ 254 Ioy = =400 /uA

w stanie wysokim _

Napigcie wyjsciowe| Uy \'4 0,4 Ior, = 2,1 mA

w stanie niskim

Uwaga: wszystkie wartosci napieé¢ mierzone sg wzgledem USS = 0V

Tabela 2, PARAMETRY DYNAMICZNE

Nazwa wartosc 2 :
parametru Symbol |Jedn, min | max Warunki pomiaru

1 52 3 [ 5 5
Czas dostepu ta(ad) ns 450 | poziomy impulsdw wej-

od wejscia
adresowego

Sciowych 0,8 + 2,4 V

czasy narastania i opa-
dania impulséw wejscio-
8 W'YCh (10% + 90%)00.20 ns




=] 2 5] 4 5 S
Czas dostepu |t ns 120
od wejécig a(en)
uaktywnienia - poziomy odniesienia
(0od podania . na wejsciu 1 vV i 2,2 V,
sygnatu ."wy- . ' na wyjsciu 058V =
boru modutu®) 12,0

czas zablokow [& 41s(en)| S 10 | 100 obciqzenie wyJjscia:
wania wyJjscia 1 bramka TTL oraz
od podania CL = 100 pF.
sygnatu na - :
wejsScia 2
uaktywnienia

; o : -
Tabela 3, POJEMI%IOSCI‘ ( ta =25C, £ = 1 MHz)

Nazwa parametru |Symbol | Jedn, tﬁ;rtoggx Warunki pomiaru
Pojemnoéé wejsé o pF 5 10
adresowych oraz
;ggigu:wyboru wszystkie wypro-
wadzenia poza
5¢ i$ mierzonym sSg
§§g§2§°8° yde ?o- D e 2 uziegione
Adres >< e X
e £ : 4 ¥ § g A
Wybér modutu® | >< - X o
5 *c(od) e
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§o_n§‘w§}sci§;\§q:n _Eg_gd:o':c @{ Wazne s‘&?&

Rys, 3;'Przebiegi czasowe ukladﬁ MCY 7316N XX




INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
Al, Lotnikéw 32/46
02=668 Warszawa

Tel. 435001

T1x 815647

Czerwiec 1988

c:f,a 68 219 Dodruk ZOINTE ITE zam 1988 n,300

PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEZONE



